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3  电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下) 

3.1  极限值 
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参 数 名 称 符号 额定值 单位 备注 

漏源电压 VDS 

 

60 V 
推荐封装形式：TO-220 

推荐成品型号：50N06 

器件等效示意图： 

   

 

栅源电压 VGS 

 

±20 V 

漏极电流（注 1） ID 50 A 

漏极脉冲电流（注 2） IDM 220 A 

单脉冲雪崩能量（注 3） EAS 2890 mJ 

结温（注 4） Tj 150 ℃ 

贮存温度 Tstg -55～150 ℃ 

耗散功率 Ptot 2 W 

注 1：漏极电流受封装影响； 

注 2：脉冲宽度受最大结温限制； 

注 3：L=20mH, V
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